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【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｌ  29/78     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  27/04     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｌ  29/78    ６５３Ｃ
   Ｈ０１Ｌ  29/78    ６５２Ｓ
   Ｈ０１Ｌ  29/78    ６５２Ｎ
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【手続補正書】
【提出日】平成22年8月3日(2010.8.3)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　縞状に交互に配置された第一導電型のソース領域及び第二導電型のベースコンタクト領
域を含むアレイ領域と、
　前記アレイ領域が延在する方向に、前記アレイ領域を挟むようにストライプ状に配置さ
れた複数のゲートトレンチと、
　隣接する２つの前記ゲートトレンチに接するように形成された第二導電型のダイオード
領域と、を備え、
　前記ダイオード領域の大きさは、少なくとも１つの前記ソース領域と２つのベースコン
タクト領域に対応する大きさである半導体装置。
【請求項２】
　前記ダイオード領域の大きさは、１つの前記ソース領域と２つの前記ベースコンタクト
領域に対応する大きさである請求項１に記載の半導体装置。
【請求項３】
　前記ダイオード領域は、隣接する２つの前記ベースコンタクト領域と、当該２つのベー
スコンタクト領域間に形成された前記ソース領域に並ぶように形成されている請求項１又
は２に記載の半導体装置。
【請求項４】
　前記ダイオード領域は、隣接する２つのソース領域と、当該２つのソース領域間に形成
された前記コンタクトベース領域に並ぶように形成されている請求項１又は２に記載の半
導体装置。
【請求項５】
　前記ダイオード領域は、前記アレイ領域と同じサイズを有する請求項１又は２に記載の
半導体装置。
【請求項６】
　前記ダイオード領域と異なる他のダイオード領域を更に有し、
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　前記ダイオード領域および前記他のダイオード領域は、少なくとも１つの前記ゲートト
レンチを挟むように形成されている請求項１～４のいずれか１項に記載の半導体装置。
【請求項７】
　前記ゲートトレンチ内に形成されたゲート電極と、
　前記ゲート電極上に形成された絶縁膜とを備え、
　前記ゲートトレンチは、前記ゲート電極、前記絶縁膜とで埋め込まれている請求項１～
６のいずれか１項に記載の半導体装置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００７】
　また、特許文献２には、従来のストライプトレンチ構造を有するＭＯＳＦＥＴの例が記
載されている。図１２～１５に、特許文献２に記載の従来のＭＯＳＦＥＴの構造が示され
る。図１２、１３は、特許文献２に記載のＭＯＳＦＥＴの平面構造を示す図である。図１
４は図１２、１３に示されるＡ－Ａ'断面図、図１５はＢ－Ｂ'断面図である。図に示すよ
うに、特許文献２に記載のＭＯＳＦＥＴは、ストライプトレンチ構造を有するが、ゲート
トレンチ埋め込み構造ではない。さらに、ＤｅｅｐＰ＋領域が、ゲートトレンチと平行に
形成されている。
【特許文献１】米国特許第６３５１００９号明細書
【特許文献２】米国特許第５９９８８３７号明細書
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１４】
　ゲートトレンチ７間には、Ｎ＋ソース領域４とＰ＋ベース領域（ベースコンタクト領域
）５とが形成されている。Ｎ＋ソース領域４とＰ＋ベース領域５とは、ゲートトレンチ７
に略直交する方向に、交互に形成されている。すなわち、図１において、横方向にＮ＋ソ
ース領域４とＰ＋ベース領域５とが交互に縞状に形成されており、縦方向にゲートトレン
チ７が形成されている。換言すると、本実施の形態に係るＭＯＳＦＥＴは、Ｐ＋ベース領
域５とＮ＋ソース領域４とが交互に配置された複数のアレイを含む。これらのアレイは、
ゲートトレンチ７に隣接して配置されている。つまり、各アレイは、ゲートトレンチ７に
よって次のアレイから分離されている。
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